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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EJI{PAT (4) muka surat

bercetak dan EN4!419! soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab LIMA (51 soalan.

Agihan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan soalan berkenaan'

semua soalan hendaklah dijawab di dalam Bahasa Malaysia. ]ika pelajar memilih

meniawab di dalam Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya satu soalan mesti dijawab di

dalam Bahasa MalaYsia,
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L. (a) Apakah kebaikan-kebaikan Teknologi proses Terjajar Diri?
wlut are tlu adaantages of a self-Atigned pracess Technorogy?

(5y,,

(b) Bangunkan satu skema bagi proses BiCMOS terjajar diri dan tunjukkan
keratan rentas proses.

Deuelop a scheme for a Self-aligned BicMos process and shout process cross-section.

(7s%)

2' (") Bincangkan tentang faktor-faktor dalam pemprosesan CMOS yang

mempengaruhi parameter-parameter MOSFET l, dan y.

Disarcs tlu factors in CMOS processing which'nffect the MOSFET parameters 7r

and y,

(5%)

(b) Bangunkan proses CMOS terjajar diri dengan pilihan p-tapak bagi peranti-
peranti NPN. Tunjukkan keratan rentas proses.

Dertelop a Self-aligned 1MOS process with a P-base optian for NpN deuices. Shout

proeess uoss-section.

(7s%)

3. (a) Apakah CMOS'Latch up,?

What is CMOS 'Latch up,?

(5%)
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(b) Terbitkan persamaan dan terangkan langkah'langkah pemProsesan bagi

mengurangkan kebarangkalian'Latch up''

Derioe equations and erplain ptocessing steps to reduu the probability of -Latch

u?'.
(1s%)

(b)

(c)

(d)

5.

I

)

4. Tuliskan nota-nota ringkas mengenai

Write sll,rtt notes an

(a) EPitaksi Alur Molekul"

Molecular Beam EPitexY'

(a)

MOCVD

Penanaman lon.

Ion-Implantafion

PenyepuhlindaPan

Annealing

Dengan bantuan gambar raiah, bincangkan

GaAs HBT.

(5%)

(5%t

(5%)

(s%)

tentang oPerasi satu Peranti

With diagram discltss the operation of a GaAs HBT dezice'

(s%)

I
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(b)
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Menggunakari keratan rentas, terangkan langkah-langkah pemprosesan

dalam pembangunan satu peranti HBT.

With cross-section, erplain the proessing steps in the dmelopment of an HBT

ilaice.

$Ao/o\

Terangkan operasi peranti HEMT dan bandingkannya dengan peranti HBT.

Explain the operution of an HEMT davice and com?are with an HBT ileuice.

(5%',)

Bangunkan rekabentuk satu cip BiCMOS DRAM dan litar-litar berkaitan.

DarcIop aBiCMOS DRAM &ip ar&itecture and associated circuitry.

(10%)

Cadangkan keperluan-keperluan teknologi proses bagi mencapai prestasi

tingg.

Suggest requiremmts on ?rccess technology for highperfarmance.

(70%)

ooo0ooo

(c)

(a)6.

(b)
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